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１．概要（Summary） 

IoT 社会実現の鍵となる高機能センサの実現には

MEMS（micro electro mechanical systems）や各種

センサに LSI など異種の要素を一体集積化する技術

が活用されている。特に段差を有する要素同士をウェ

ハレベルで集積しかつ気密封止パッケージングでき

る“めっき法バンプの切削平坦化接合方法”を開発し，

封止率および接合強度を指標とした接合温度と接合

圧力の最適化を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

サーフェスプレーナ(DISCO DAS8920) 

ウェハ接合装置(SUSS SB-6e, MA/BA-6) 

 

【実験方法】 

2 μm の段差を有するシリコン基板にリング形状を

有す金バンプをメッキ法で形成し，バンプの高さが 5 

μm になるようにサーフェスプレーナで研削平坦化し

た。同時に金接合パッド，空洞および 10 μm厚のダイ

アフラムを形成した試料作製し，SUSSボンダを用い

て真空中で熱圧着接合を行った。接合後の基板はダイ

サで小片化して，シア試験機で接合強度を評価した。

封止空間の真空度はシリコン膜の凹みで評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

金めっきバンプ表面は元の基板の段差を反映した

数 μmの段差が生じたが（Fig. 1-a），切削平坦化によ

りバンプ表面荒さは約 100 nmまで低減した（Fig. 1-

b~d）。この試料を 300 °C，20 MPa の接合条件で，

90 %以上の真空封止歩留りと 70 MPa 以上のせん断

接合強度を得た。接合工程に伴うデバイス特性の劣化

は見られなかった。 

 

Fig. 1 a)Au bump after plating, b)Au bump after 

cutting, c)High magnification bump surface after 

cutting and d)Surface roughness for Au bump 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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６．関連特許（Patent） 

なし 
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